Kierunek: Inzynieria materiatowa
Poziom ksztatcenia: studia | stopnia
Profil ksztatcenia: ogélnoakademicki
Forma studidow: stacjonarne
Realizacja od roku akademickiego: 2020/2021

Harmonogram studiéow
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Przedmioty ogdlne
1 Przedmiot ogdlnouczelniany z 30 | 30 30 2
2 Przedmiot z obszaru nauk spotecznych Z0 30 15 | 15 15| 15| 2
3 Ochrona wtasnosci intelektualnej i przemystowej z 15 15 15 1
4 Jezyk angielski Z03,4,5;E/6 | 120 120 30 2 30 2 30 2 30 2
5 Wychowanie fizyczne Z0 60 60 30 30
6 Technologia informacyjna 0 45 15 30 15130 3
Przedmioty podstawowe
7 Algebra liniowa z geometrig E/1 60 | 30| 30 30 (30| 5
8 Analiza matematyczna E/1/2 120 | 60 | 60 30|30 5(30|30] 6
9 Fizyka Z0/1,E/2 120 | 60 | 30 30 30 (30| 5 (30| 30 6 11
10 Chemia Z0 60 30 30 30 | 30 5
11 Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inzynierskich 20 45 15 30 15130 | 3
12 Materiaty inzynierskie 20 60 | 30 30 30 (30| 5 5
13 Grafika inzynierska 20 60 15 45 15145 ] 4
14 Procesy specjalne w przemysle E/5 45 130 | 15 30|15 | 4 4




Przedmioty kierunkowe

15 Podstawy nauki o materiatach E/1 60 30 30 30 | 30 5 5

16 Mikroskopowe metody i techniki badan Z0 45 15 30 15130 ] 3 3

17 Optoelektronika i techniki laserowe E/4 60 30 30 30 | 30 4 4

18 Nowoczesne technologie wytwarzania materiatéw E/3 45 15 30 15130 | 6 6

19 Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn E/4 60 | 30 30 30|30| 5

20 Mechanika techniczna E/3 60 30 | 15 15 30|30 | 6

21 Wytrzymatos$¢ materiatow E/4 45 15 | 15 15 15130 | 5 5

22 Mechanika ptynéw 20 45 15 | 15 15 15130 | 3

23 Elektrotechnika E/2 45 | 15| 15 15 15130 | 3 3

24 Podstawy elektroniki E/3 45 15 30 15(30 | 4 4

25 Ergonomia i bezpieczenstwo pracy z 15 15 15 1

26 Badania nieniszczace E/7 45 15 30 15130 | 4 4

27 Podstawy programowania Z0 60 15| 30 15 15 | 45 5

28 Rentgenowskie metody analizy 20 45 15 30 15130 | 3 3

29 Elektronowa mikroskopia w nauce o materiatach E/5 45 15 30 15|30 | 4 4

30 Technologie proceséw materiatowych Z0/3; E/4 90 | 30 60 15130 515130 | 5 10

31 Druk 3D z kontrolg wspétrzednosciowg 20 45 15 30 15130 | 3

32 Elementy spektroskopii w inzynierii materiatowej 20 45 15 30 15130 | 3 3

33 Termodynamika techniczna 20 30 15 15 151 15| 2

34 Dokumentacja techniczna 0 15 15 151 1

Przedmioty kierunkowe do wyboru

35 Wprowadzenie do metrologii / Statystyczne metody opracowania pomiaréw - do wyboru 20 45 15 30 15130 3

36 Komputerowe systemy pomiarowe / Programowanie w systemie LabView - do wyboru Z0 45 15 30 15130 | 3

37 Efgepkizizca)mz \é/;go_rr;ig:vr;iso%ojektowania materiatowego / Komputerowe wspomaganie £/ 60 15 30 15 15 | a5 | a a

38 Mikroelektronika / Technologie mikroprocesorowe - do wyboru Z0 75 | 30 30 15 30145 | 4 4

39 Procownia dyplomowa - inzynierska Z0 90 90 45 ] 3 45 | 16 19

40 Seminarium dyplomowe - inzynierskie z 60 60 30 [ 1 30 [ 8 9

Razem przedmioty ogélne, podstawowe, kierunkowe i kierunkowe do wyboru 2190 | 780 | 420 735(150| 105 165|225 30 ||165[195| 30 | 90 [225| 28 |[165(270| 32 J105(195| 22 || 45 [195| 14 | 45 [ 105| 30 110
Praktyka zawodowa 6

Liczba godzin ogétem: 2190 | 780 | 420 735|150 105165225 30 ||165|195| 30 | 90 |225| 28 |[165|270| 32 §105|195| 22 || 45 |195( 20 | 45 | 105| 30 110

taczna liczba punktéw ECTS uzyskanych:
1. Za zajecia z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk spotecznych: 5 pkt ECTS
2 W ramach zajec¢ zwigzanych z prowadzonymi badaniami naukowymi 128 pkt ECTS




Kierunek: Inzynieria materiatowa

Poziom ksztatcenia: studia | stopnia

Profil ksztatcenia: ogélnoakademicki

Forma studidow: stacjonarne

Realizacja od roku akademickiego: 2020/2021

Specjalnos$é/sciezka ksztatcenia: Nanotechnologie i materiaty nanokompozytowe

Harmonogram studiow
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Przedmioty specjalnosciowe
1 Technologie wzrostu krysztatow E/6 30 15 15 151 15| 3 3
2 Materiaty nanokompozytowe 20 45 15 30 15130 | 4 4
3 Technologie pokry¢ ochronnych Z0 30 15 15 15115 | 3 3
4 Chemiczna obrébka metali i pétprzewodnikéw E/5 45 | 15 30 15(30 ]| 4 4
5 Nanotechnologie i nanoobiekty E/6 60 | 30 30 30130 4 4
Przedmioty specjalno$ciowe do wyboru
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Kierunek: Inzynieria materiatowa
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Specjalnos$é/sciezka ksztatcenia: Technologie materiatéw lotniczych

Harmonogram studiow
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Przedmioty specjalnosciowe
1 Procesy przerdébki plastycznej E/6 45 [ 30| 15 30115 | 3 3
2 Obrdébka cieplna 20 30 15 15 15115 | 4 4
3 Technologie pokry¢ ochronnych Z0 45 15 30 15130 | 3 3
4 Metalurgia i odlewnictwo E/5 45 15 30 15 | 30 4 4
5 Technologia stopdw specjalnych E/6 45 | 30 15 30115 | 4 4
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Kierunek: Inzynieria materiatowa
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Specjalnos$é/sciezka ksztatcenia: Materiaty nanoelektroniki
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Przedmioty specjalnosciowe
1 Transport elektronowy w strukturach kwantowych E/6 30 15 15 15115 | 4 4
2 Podstawy fizyki kwantowej i informatyki kwantowej E/5 60 | 30 | 15 15 30130 | 5 5
3 Wspotczesne technologie wytwarzania nanostruktur E/6 30 15 15 15115 ] 4 4
4 Uktady i systemy nanoelektroniczne Z0 30 | 30 30 1 1
5 Nanolitografia Z0 30 15 15 151 15 | 2 2
6 Fizyka i chemia powierzchi i miedzypowierzchni Z0 30 15 15 151 15| 2 2
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Kierunek: Inzynieria materiatowa
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Specjalnos$é/sciezka ksztatcenia: Nieinwazyjne metody badania materiatow
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| ROK 11 ROK Il ROK IV ROK
Forma zajec ; <
S © c g
ks S 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr 7 semestr § ~
£ o 3 2
© . = c
Lp.l g Przedmiot < o o 5 5 5 5 a5 a . O o
s © =S g © kv © © © © © © = o ]
= = S © S % = 4 4 4 = = S wn 3
Ee] = € kel 5 © 5 El = B ~ o] ~ o] ~ kel ~ kel ~ kel ~ kel ~ = o
2 2 sletsls1z0cl81 ezl szl selzslelsrzslelserzstelslzlelelzle el
s zlsElslslotztsle|zlslzlzlsle|zlslzlzlsl=zzlsle]zs]lel=] =8
=1=1z1z318151¢e13]¢ =l = =| 2 =l 2 2|2 z| 2 ]2 £s
sl:=1-17]| = z z S ES 2 2 3 5
O 1S O O O O O O O a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 ((14 Q1516 17 118 19|20 21 22 423 Q24252627428 129}30¢§)31
Przedmioty specjalnosciowe
1 Badania wizualne i penetracyjne E/6 30 15 15 151 15| 2 2
2 Obrdbka cieplna i inzynieria powierzchni 20 45 15 15 15 15130 | 4 4
3 Termografia E/6 45 | 15 30 15130 | 4 4
4 Metalurgia, odlewnictwo i procesy specjalne E/5 45 15 30 15130 | 4 4
5 Defektoskopia ultradzwiekowa Z0 45 15 30 15]130 | 4 4
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